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Ausgewidhlte Kennwerte

r&nschlufibelegung B 340 D/B 341 D/B 342 D

Transistorarrys mit 4 Silizium-npn-Transistoren.

Bauform: DIP-14, Plast (Bild 3)

Kennwert }z{el:lifgen MeBbedingung min. | typ. | max. {Einheit
Differenz der Ugp fir Ugpry/mgl B 340 D, B 841 D 0,5 5 v
jalle Transistorpaare
|Gleichstromverstérkung
§<1 mA/5 V) Dy ber) 56 560
fir Gruppen ¢ ... €
ih21E~Verhéiltms fir alle h21E(x) 0 s L s
: iat ’ 3
| Transistorpaare h21E(y)
“|Rauschfaktor P B 341 D 6 dB
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Bild 3 (DIP-14, Plast)
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Bild 4 (DIP-16, Plast)




B340D -B341D - B342D B

Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-
Transistoren

Bauform 4

AnschluBbelegung

1 Kollektor T1 8 Kollektor T3
2 Emitter T1 9 Emitter T3
3 Basis T1 10 Basis T3

4 Masse 11 Masse

5 Basis T2 12 Basis T4

6 Emitter T2 13 Emitter T4

7 Kollektor T2 14 Kollektor T4

Innere Schaltung

7 7 8 T4
nu
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Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

S~

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20V
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5V
Kollektor-Substrat-Spannung Ucio 3oV
Kollektorstrom Ic 10 mA
Basisstrom Ig 5 mA
Wiarmewiderstand

flir Gesamt Ig Rihju 120 K/W
Betriebstemperaturbereich ?, -25...85°C

Sperrschichttemperatur 3 125 °C



Kennwerte beld, — 25 °C +- 5K

Glelchstromverstarkung c 56...140
Ucg ™= 3V, g == 1 mA hot £(T1) ‘:gﬁ"-;‘g
Ucg = 5 Vi g = 10pA h21 c.de 30

Verh8itnls der Glelchstrom-
verstdrkung fiir alle méglichen

Transistorpaare

UCB =n § V. 'E == 1 mA hEIE{I} 0.8... 1,25
h21E(y)

Differenz der Basis-Emitter-

Spannungen fir alle mdglichen

Transistorpaare (nur B 340/341)

Ucp == 3V, Ig == 100 A Ug < 5mV

Ubergangsfrequen:z

Ucg=5V.Ic =1 mA f=100MHz fy 135 MH:

Rauschfaktor fiir B 341 D
~lC-2muA.f=1 kHz,
Af = 100 Hz, Rg = 2 kQ2 < 6 dB



